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OEM: Texas Instruments Transistor 2N2218A Datasheet

2N2218A, 2N2219A, 2N2221 A, 2N2222A
NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren

Geeignet fiir schnelles Schalten mittlerer Leistungen
sowie fir allgemeine Verstarkeranwendungen.

h¥e — garantiert von 100 A bis 500 mA

hohe fr — (2N2218A, 2N2221A) min 250 MHz
(2ZN2219A, 2N2222A) min 300 MHz

* Mechanische Daten
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2MN2218A und 2M2219A sind in JEDEC TO-& Gehdusen.
2N2221A und 2M22224 sind in JEDEC TO-18 Gehdusen.

* Absolute Grenzwerte

2MN2218A ENZ2MA
2MN2219A 2NZ2Z2A

Kollektor-Basis-Spannung 75V rERY
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) 40 ¥ LI
Emitter-Basisspannung BY 6V
Kollektorstrom 0,8 A 0.8 A
Dauerverlustieistung bei Ty = 25°C (Bem. 2 und 3) 08w 05W
Dauerverlustlaistung bei Tg = 25 °C (Bam. 4 und B) aw 1.8W
Kollektor-Sperrschichttemperatur 176 °C 1765 °C
Lagerungs-Temperaturberaich —B5°C bis +200°C

* JEDEC registriert.
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Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt zwischen le von 0 ma bis 500 maA, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist. '
2. Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 5,33 mW/°C.

3. Lineara Abnahme bis Ty = 176 *C mit 3,33 mW/°C.

4, Lineare Abnahme bis Tg = 175 °C mit 20 mW/“C.

5. Lineare Abnahme bis Tg = 176 °C mit 12 mW/C.

L

Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 *C (wenn nicht anders angegeban)

Parameter Prifbedingungen TO-5 TO-5 Ein-
ZN2ZIBA  ZNZZIBA  helt
TO-18 TO-18
SN221A  ZNZEIOA
min max min max

Lisr)opo Kollektor-Basis- lg=10pA, Ig=0 ) 75 v
Durchbruchspannung
Uiar)cro Kollektor-Emitter- lg=10mA, Ilg=20 40 40 v
Durchbruchspannung
Uisr)ERo Emitter-Basis- g = 10 udy, lgc=10 & 6 v
Durchbruchspannung
leno Haollektor-Basis- Ugp=80V, lg=0 10 10 A
Reststrom Upn=@0V, lg=0, 10 10 iy
Ty = 150°C
logv Kollektor-Emitter- Ugp=80V, Ugp=3V i0 10 nA,
Reststrom
laEY Basis-Emittars Upp=60V, Ugp=23V =20 =20 nA
Reststrom
lERO Emitter-Basis- Ugp =3V, lg=10 10 10 nA
Reststrom
h¥g Gleichstram- Ugg = 10V, lg= 100 pA 20 35
verstarkung Uer =10V, lg=1mA - 50
Ugg =10V, lg=10mA s 158
Ugg =10V, lg=150mA (Bem.6) 40 120 100 300
Ugg=10V, lg=530mA (Bem.8) 25 40
Upg=1V, lg=150 mA (Bem.6 20 50
Ugg =10V, Ilg=10mA, 15 35
Ty = —B56°C
Une Basis-Emitter- Ip=15mA, lg=150mA (Bem. 6 06 12 06 12 V¥
spannung lg = 50 mA, |g=500mA (Bem,B) 2 2 W
UcE(saty Kollaktor-Emitter- lg = 15mA;, Ig=150maA (Bam. B) 0.3 03 W
Restspannung Ig = 50 mA, |g=500mA (Bem. 6) 1 1 W
ha1e Kurzschlud- Ugg=10V, lg=1mA, f=1kHz 30 150 50 300
Stromverstéarkung Uep=10V, lg=10maA, f=1kHz 50 300 75 375
hire Kurzschiul- Upg =10V, lg=1mA, f=1kHz 1 s 2 8 (1
Eingangsimpedanz Upgg =10V, lg=10mA, f=1kHz 02 10 025 125 k@

* JEDEC registriert.
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Parameter Prifbedingungen TO-5 TO-5 Ein-
PMN221BA  2N2219A  heit
TO-18 TO-18
ONZIM A BN2222A
min max min max
hjze Leerlauf-Spannungs- Upm =10V, lo=1ma, §=1kHz 5 5 = 10
rickwirkung Ugg =10V, lg=10mA, f=1EkHz 25 4
haze Leerauf- Upg =10V, Ig=1mA, f=1kHz 3 15 5 a5 Fu=3
Ausgangsadmittanz Ueg = 10V, lg= 10mA, f=1kHz 10 100 25 200 nS
| ha1e | Eetrag der Upg = 20V, lg= 20 mA, 25
KurzschluB- F= 100 MHz
Stromverstarkung
fp Transit-Frequenz Ucg =20V, lg=20mA (Bem.7) 250 300 MHz
Cov Leerlaut- Ugp =10V, Ig=10, f= 100 kHz 8 8 pf
Ausgangskapazitat
Cip Leerlauf- Ugg =05V, lg=10, f = 100 kHz 25 25 pf
Eingangskapazitit
Relh11e) Realanteil der Uece = 20V, lg= 20 mA, o] B Q
Eingangsimpedanz f = 300 MHz
"Ce  Kollektor-Basis« Uce =20V, lg= 20 mA, 150 150 psec
Zeitkonstanta f=31.8 MHz
Bemearkungen:

8. ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 300 us, Tastverhiilinis < 2%
T. Man erhdlt fr, wenn Ih’lfl als Funktion der Frequenz mit einem Wert von — & dBfOktave
von f = 100 MHz bis zur Frequenz, bei der | haie | = 1 betragt, extrapoliert wird.

* Arbeitswerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen TO-5 TO-5 Ein-
IMNZ2IBA ZNZZIOA  heit
TO-18 TO-18
ONZEZI A DNZZIRA
max max
F Rauschfakbor Ucg =10V, lg = 100 pA, Rg = 1k, { = 1 kHz 4 dB
At = 1Hz

* JEDEC registriert.
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* Schaltwerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen TO-5 TO-5
2MN2218A ZNEZ19A Ein-
TO-18 TO-18 hait
SNZEZIA 2N2222A

max max
ta Verzdgerungszeit Uec = 30V, Usg(ern = =05V, lg = 160 mA, 10 10 NS
ir Anstiegszeit Igg) = 16 maA (Bild 1) % 2% nsec
T Zeitkonstante im 25 25 nsec
aktiven Bereich
ta Speicherzeit Uge = 30V, Ing) = —Ipj) = 15 mA, 225 225 nsec
1s Abfallzeit lg = 160 ma (Bild 2) 60 60 nsec

1 Mennwerte; exakte Werte variieren mit den Transistor-Parametern.
1 Gegeben bei Ty = fr 10,

* Schaltzeitmessung
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Bild 1 — Verzégerungs- und Anstiegszeitan
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Bild 2 — Speicher- und Abfallzeiten

Bemerkungen:

a) Werte der Eingangs-Signalformen fir Bild 1, t < 2 ns; Impulsbreite = 200 ns, Tastver-
hiltnis = 2%; fur Bild 2, tr = 5 ns, Impulsbreite s 100 us, Tastverhiltnis = 17%.

b) Alle Signalformen mit einem Oszillograph, mit folgenden Daten betrachiet: tr < 5 ns,
Reing = 100 kR, Caing = 12 pF.
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